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議文の内容の要旨

　半導体の◆テロエピタキシーによって実現される精綴な微細構造は，工学的応用のみならず基礎的な物理学の

発展にも貢献してきた。それは，ヘテロ界面が原子レベルの精度で制御できることによる。しかし，量子ドット

レーザー，単電子デバイス等を実現するためにはさらに高精度の界面や形状の制御が要求される。本論文は，こ

の要求に応えるために，『V族化合物半導体の分子線エピタキシーにおいて，化学的に活性でかつ表面終端に

よって表面エネルギーを下げる効果がある水素原子を利用した新しい分子線エピタキシー法を格子不整合系に応

用し，次に示すような優れた成果を得ている。hP基板の表面処理温度は，水素原子の照射によって表面のスト

イキオメトリーを保ちながら350℃迄下げることが出来た。格子不整合系では，成長表面は通常ストレスによっ

て平坦なものは得にくいが，水素照射によって平坦な表面が得られた。GaAs（311）B基板上では，InGaAs量

子ドットが得られ，サイズの均一化のみならず，ドットの配列も制御することが出来た。また，形成のメカニズ

ムはGaAs（O01）上の量子ドットのように，核形成に続くその成長というプロセスと全く異なっており，ある

膜厚に達すると突如ドットが形成されることがわかった。

審査の結果の要旨

　結晶の構成元奏以外の元素で成長表面を修飾し，表面エネルギーを変性して成長モードを制御することは，い

わゆるサーファクタントエピタキシーとしてすでに良く知られたことであるが，本研究では，結晶に取り込まれ

ても比較的無害で有または低温熱処理で外に放出される水素をサーファクタントとして利用したことに特徴があ

る。さらに，歪みを利用した量子ドット形成において，量子ドットの形成位置，周期的配列が課題であったが，

後者の課題に対して一つの解を出したことは評価できる。

　よって，著者は博士（工学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
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